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ХОБЕННОСТИ М/ТНЕТОСООРОШЯЕНИЯ ЫЕДО 

ПРИ МАЛЫХ ДЙ50РМАЦИЯХ

Среди способов контроля за напряженностью магнитного па­

ля К в мощных сверхпроводящих уаиштах важное место занимают 

методы, основанные иа гагьваномагнмтных эффектах в пояулровод- 

ниггх и металлах. Eut, наряду с эффектом Холла, а практике из­

мерения сильных Н н&ходят применение датчики, пригаут дейст­
вия которых: основан иа зависимости п''перечно1,о магкетосопро- 

тиьления р и от напряженности поля /I/. Веех-ма эффектигаю с 
стой точки я .ения использование по-пкристаллической медл с вы­
соким отношением сопротивлений при коматноЕ и гелиевой теьоте- 

ратурах. Контроль за состоянием проградуированного датчика 
осуществляется по остаточному электросопротивлению р0 перед 
каждым новым включением мггнитного поля, Это обусловлено тем, 

что при каждом цикле изахолажгиаюго~отеплс.:ие“ электромагнита, 

а телсже в процессе гывода. и г»вода поля датчик подвергается 

действию механических напрятшй.
В настоящей работе показано влияние низкотемпературных 

дефо-.-маций на величину рн в сильных полях. Были исследованы 

совершенные монокристаллы Си с ориентацией [IIIJ вдоль элек­
трического тока. Использование монокристаллических образцов 

позво .-дло получить деформационные зависимости р и для кривых 
j^.H) различного типа. Значения рн излорял~сь при T-4f2K 

непосредственно после снятия нагрузки, задававшейся сжатием.

На рис. (а и б) приведены данные об изменении рц в за­

висимости от сжимагцих напряжений С> для случаев открытых и 
замкнутых электронных траекторий. На рисДв) для сравнения 
показана дефорг/ационная зависимость остаточного сопротивления.

Видно, что если в отсутствие магнитного поля р 0 в облас­

ти малых напряжений не зависит от б , то в магиипгых полях об­
наруживается сильная зависимость от 6> во всей области де­

формаций. Сложный характер кривых р̂ (б ) обусловлен анйзотро- 
пией рь̂сеяния электронов протяженными деформационными дефек-
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тами. Так при меха­

нических напряжениях 
до 5 кг/мм̂ значения 

рн деформированно­
го и недефоркировая- 

ного кристаллов з 

поялх - 50 ко различа­
ются >>а 40 * 90 %щ и 
зависимости от ТШШ 
элоктронннх траекто­

рий, В полигсристалли- 

чег:к;:х модных прово­
локах, используемых 
в качестве датчиков 

магнитного поля, за­
висимость рн(Н)

"  “  ^  Мк 9близка к линейной в 

силу усреднения раз­
личных типов полевых 

зависимостей в раз- 

опиентированных отно­
сительно друг друга 
кристаллитах. Следо­

вательно , обнаружен­
ное вликкио дефорч?а- 
ции на как для за­

крытых, так и для от­

крытых траекторий бу­

дет иметь место и при 

измерении рн поликриетвллического датчика. Это обстоятельство 

приводит к изменению зависимости р,{<Н), а значит и к изме­
нению вида калибровочной кривой датчика. В связи с этим, в 

датчиках такого типа необходимо принимать 1.еры по устранению 

механических нагрузок, а также проводить кх периодическую ка­
либровку б магнитных полях.

I. Lube££ H7.S. Chandrasekhar 6.5. Wide range magnetic fiefd 

measurements at -  Rev. Scl. Snslrum.} 1964,4 35. а/" р . Я Ш
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